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１．概要（Summary） 

磁壁移動を観測するためのデバイス試作を試みた．こ

のデバイスは，数百 nm の細さの強磁性金属細線と同程

度の細さの磁場印加用非磁性細線から構成され，各々の

細線に電流を印加するための電極パッドを形成する必要

がある．このデバイスプロセスを行うにあたり，細線は電子

ビーム露光技術で形成し，パッドはマスクレーザー露光技

術で形成した．  

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置，電子ビーム露光データ加工ソフトウ

ェア，段差計 

 

【実験方法】 

試作にあたり，次の実験を行った． 

実験 1） 強磁性積層膜の漏れ磁場によるパターニングの

影響を確認するため，強磁性細線上にレジストを塗布し，

露光し，顕微鏡で観察した． 

実験 2） 強磁性積層膜のドライエッチするためのイオンミ

リングに対するレジストのエッチングのレートを評価するた

め，塗布したレジストをイオンミリングし，レジストの厚みを

段差計で測定した． 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

実験 1） Fig.1 に強磁性体上の細線のレジストパターン

を示す．所望の細線サイズでは強磁性体の漏れ磁場によ

る細線パターンへの影響は無視できるほど小さく，設計通

りのパターンが得られることを確認した． 

 

実験 2） イオンミリングに対するエッチングレートが約

2nm/min であることを確認した．この速度は積層膜と同

程度であるが，レジストの方が厚いため，エッチングプロセ

スは問題なく行えると結論づけた． 

 

 

Fig. 1 強磁性細線のレジストパターン 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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